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Delovna tocka in napajalna vezja MOS tranzistorjev

1.

Za ojacevalnik z n kanalnim MOS tranzistorjem z induciranim kanalom izra¢unajte Ugs in Rp tako, da bo Ip =
2mA. Pragovna napetost Ut = 3V, Upp=20V.
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2.

Za vezje izratunajte delovno tocko. Preverite ali je tranzistor v nasi¢enju. Ut = 1V, 1, Cox = 20 pA/NV?, W =
10 um, L = Tum. Ry = 30kQ, R, = 20kQ, R3 = 10kQ, R, = 2kQ, Upp = 10V, Rs = 4kQ, Cs = 1pF.
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reSimo kvadratno enacbo za Ugs:
0,2Ug° +0,6U —3,8=0
Uy =31V, I, =0,44mA
Ug =U I, (R, +R,) =47V
v podrocju nasi¢enja?: DA

UDS <> UGS _UT
4,7V > 3,1V -1V

3.

Dologite Rs in Rp tako, da bo delovna to¢ka vezja na sliki Ip = 5mA, Ups = 10V. Tranzistor deluje v podrocju
nasicenja. Upp = 20V, Ugg = 10V, Ur = -2V, k = 0,5mA/VZ
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Malosignalna analiza vezij z MOS tranzistorjem

4.

Za vezje z MOS tranzistorjem z induciranim n kanalom dolocite Zy,, Zj;, in A,. Ry = 750kQ, R, = 150kQ, Rg =
2,5kQ, Rg = 100Q2, gy, = 4mS.
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5.

Za vezje iz naloge 2 izraGunajte gy, nariSite nadomestno vezje za majhne signale ter izraGunajte napetostno

ojacanje.

[

+ OnUgs

Ugs

Ug

S

G = 2k(Ugs —U; ) =0,42mANV

u2 = _gmugs R3

R
ugs = ug _gmugsRA; ug = Rl ” 2
RIIR, +Rs
AJ — _ngS Rl ” RZ =_172
1+9,R) RIIR, +Rg
6.

Za vezje 3 narisite nadomestno vezavo za majhne signale ter izraCunajte napetostno ojacanje A,.
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7.

Za vezje z MOS tranzistorjem z induciranim n kanalom nari$ite nadomestno vezje za majhne signale ter
dolotite Zyy, Ziy, in Ay. Ry = 750kQ, Rp = 4kQ, Rss = 2,5kQ, Rg = 150kQ, Rs = 1000, g = 4mS.
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